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Úlohy

1. Oboznámte sa s katalógovými údajmi a parametrami bipolárneho tranzistora KF 506 (vrátane h-parametrov).

2. Overte funkčnosť meraného tranzistora na charakterografe HAMEG HM 8042. Odsimulujte I-U charakteristiky bipolárneho tranzistora a odčítajte veľkosti zosilnenia a h-parametrov  pre pracovné body P1 ICP1 = 1 mA , UCEP1=5 V a P2 ICP2 = 12 mA, UCEP2 = 5 V. 

3. Navrhnite a zapojte obvod vhodný na meranie jednosmerných I-U charakteristík tranzistora v zapojení so spoločným emitorom. Zmerajte a graficky znázornite tri vstupné charakteristiky IB = f(UBE) pri UCE = konštanta (0 V, 0,5 V, 5 V) a  tri výstupné charakteristiky IC = f(UCE) pri IB = konštanta (0 (A, IBP1, IBP2) tranzistora v zapojení so spoločným emitorom.

4. V pracovných bodoch v aktívnej oblasti výstupných I-U charakteristík P1 ICP1 = 1mA, UCEP1 = 5 V a P2 ICP2 ´12 mA, UCEP2 = 5 V (mali by ležať na nameraných výstupných charakteristikách) určite veľkosť veličín IB, IC, UBE, UCE  a  h-parametrov hybridného modelu tranzistora pre nf signály s malou amplitúdou (zapojenie SE), podľa rovníc
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a nakreslite zodpovedajúci náhradný obvod tranzistora využívajúci h parametre v pracovnom bode P2.

5. Z nameraných charakteristík vypočítajte: 
            a) jednosmerný a dynamický vstupný odpor Rjsmvstup, rstrvstup,
                  b) prúdový jednosmerný zosilňovací činiteľ b (h21E).

6. Naznačte na výstupných charakteristikách tranzistora hranicu medzi saturačným a aktívnym režimom. Aký je rozdiel medzi aktívnym a saturačným režimom tranzistora?

Predložený bipolárny tranzistor

· KF506:
UCB0 = 75 V; UCER = 50 V; UEBR = 7 V; PCMAX = 0,8W; ICMAX = 0,5 A; h11e = 2,2 k(; h12e = 3,6.104; h21e = 30…100; h22e = 12,5 (S

Schéma

· K úlohe č. 3


[image: image2.wmf] 

E

 

B

 

N

 

P

 

N

 

V

 

1

 

V

 

2

 

R

 

1

 

R

 

2

 

v

 

s

 

t

 

u

 

p

 

n

 

ý

 

o

 

b

 

v

 

o

 

d

 

v

 

ý

 

s

 

t

 

u

 

p

 

n

 

ý

 

o

 

b

 

v

 

o

 

d

 

U

 

E

 

E

 

U

 

C

 

C

 

I

 

B

 

I

 

C

 

C

 

A

 

1

 

U

 

C

 

E

 

U

 

B

 

E

 

A

 

2

 


· K úlohe č. 4: hybridný model tranzistora

[image: image3.wmf]
Tabuľky nameraných hodnôt

· Vstupná charakteristika

IB [(A]
UCE = 0 V
UCE = 0,5 V
UCE = 5 V


UBE [V]
UBE [V]
UBE [V]

0,1
0,393
0,441
0,446

1
0,475
0,519
0,526

5
0,515
0,581
0,582

10
0,536
0,607
0,607

20
0,558
0,631
0,630

50
0,585
0,662
0,661

100
0,607
0,686
0,682

150
0,620
0,700
0,691

200
0,629
0,710
0,696

· Výstupná charakteristika

UCE [V]
IB = 0 (A
IB = 27,5 (A
IB = 193,5 (A


IC [(A]
IC [mA]
IC [mA]

0,05
0
0,167
1,3

0,1
0
0,583
3,5

0,2
0
0,961
8,4

0,5
0
0,996
11,3

0,7
0,1
0,998
11,4

1
0,1
1,000
11,4

2
0,2
1,012
11,5

5
0,5
1,025
11,9

7
0,7
1,029
12,4

10
1
1,045
12,8

Vypočítané hodnoty

· K úlohe č. 4:

P1: 
ICP1 = 1 mA; UCEP1 = 5 V; (uBE = 3 mV; (iC = 0,123 mA; (iB = 1,9 (A; 
(uCE = 5 V


[image: image4.wmf]S

h

konšt

i

u

i

h

h

konšt

u

i

i

h

k

h

konšt

u

i

u

h

B

CE

C

CE

B

C

CE

B

BE

m

6

,

24

5

10

.

123

,

0

.

74

,

64

10

.

9

,

1

10

.

123

,

0

.

579

,

1

10

.

9

,

1

10

.

3

.

3

22

22

6

3

21

21

6

3

11

11

=

=

Þ

=

D

D

=

=

=

Þ

=

D

D

=

W

=

=

Þ

=

D

D

=

-

-

-

-

-


P2:
ICP1 = 12 mA; UCEP1 = 5 V; (uBE = 2 mV; (iC = 1,58 mA; (iB = 18,9 (A; 
(uCE = 5 V
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· K úlohe č. 5:

UBE = 0,64 V; IB1 = 27 (A; IC1 = 1,025 mA; IB2 = 193,5 (A; IC1 = 11,9 mA;
(UBE = 0,14 V; (IB = 129 (A
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Záver

Funkčnosť daného tranzistora sme najprv overili na charakterografe a následne sme zmerali vstupné a výstupné charakteristiky. Z charakteristík sme určili h-parametre pre dva pracovné body, jednosmerný a dynamický vstupný odpor a prúdový zosilňovací činiteľ. Vo výstupnej charakteristike sme naznačili hranicu medzi saturačným (oba priechody otvorené) a aktívnym režimom (vstupný priechod otvorený, výstupný priechod zatvorený) tranzistora.
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